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杭州激光二极管销售
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    依据温度阻值曲线图获取所述热敏电阻ntc的第二温度值，依据所述热敏电阻ntc的第二
温度值确定所述发光二极管的所述良好温度值。根据本发明的一个方面，还提供了一种医疗设备，
包括存储器、处理器和发光二极管，所述存储器存储有计算机程序，所述处理器执行所述计算机
程序时实现上述发光二极管的控制方法的步骤。根据本发明的一个方面，还提供了一种计算机可
读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述发光二极管的控
制方法的步骤。通过本发明，获取发光二极管良好温度值和良好压差值，依据该良好温度值和该
良好压差值，调用预存储的良好校准数据表进行良好对比，依据该良好对比的结果对该良好压差
值进行校准后，获取第二压差值，良好校准数据表为该发光二极管的初始温度值和该初始电压值
统计表；获取发光二极管的电流值，依据该第二压差值和该电流值，调用预存储的第二校准数据
表进行第二对比，第二校准数据表为该发光二极管的初始压差值和初始电流值统计表，在该第二
对比的结果不符合预设阈值的情况下，发送报警信息，解决了单个led灯的使用寿命无法准确预测
的问题，实现了单个led灯的使用寿命的准确预测和报警。深圳乐山二极管代理商公司。杭州激光
二极管销售

    三pmos管mp3栅极引出二电流镜单元偏置电压为二电流镜单元的九pmos管mp9供电，
二电流镜单元镜像的电流在一开关s1、二开关s2和三开关s3都断开时能够使得像素内的五pmos
管mp5的源极电压达到0v大小。具体过程为：像素外偏置电压产生模块中通过运放钳位作用将
四pmos管mp4的源极电压钳位到0v，将二pmos管mp2的源极电压钳位到步进电压，步进电压的
大小即为设置的基准电压vref的电压值。当一开关s1、二开关s2和三开关s3都断开时，钳位到0v
的偏置电流通过三pmos管mp3被像素内偏压调节模块的二电流镜单元的pmos管镜像，镜像过来
的电流流经像素内的三电阻r3上，从而改变五pmos管mp5的栅极电压，进而将浮动地点的电压钳
位到0v，因为0v对浮动地点的电压步进没有影响，所以该电流通路一直保持开启，随后调整一开
关s1、二开关s2和三开关s3来调节比例电流镜产生的电流继而调节浮动地的电压为步进电压的整
数倍大小。钳位到步进电压的偏置电流通过一pmos管mp1被像素内偏压调节模块的三个宽长比同
一pmos管mp1的宽长比比值为1:2:4的pmos管镜像，镜像的电流大小分别为1:2:4，镜像的三条
电流通路都汇集到三电阻r3上，每个pmos管下都有开关控制该条通路的导通与关断。杭州激光二
极管销售捷捷微二极管一级代理商。

    本发明属于集成电路领域与光电领域，涉及一种基于负电源电压对雪崩光电二极管的偏
置电压进行调节的电路。背景技术：单光子探测技术是近年来刚刚发展起来的一种基于单光子的
新式探测技术，它可以实现对极微弱光信号的检测。在目前所用的光电探测器中，具有单光子探
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测能力的探测器主要有两种，即光电倍增管(photomultipl iertube，pmt)和雪崩光电二极
管(avalanchephotodiode，apd)。其中雪崩光电二极管apd(以下简称apd)在红外波段具有功耗低、
体积小、工作频谱范围大、工作电压低等优点，因此被广泛应用。雪崩光电二极管apd探测器根
据其偏置电压的不同，可分为线性和盖革两种工作模式。工作在盖革模式下的雪崩光电二极
管apd被称为单光子雪崩二极管，具有单光子探测能力，被广泛应用于单光子探测技术。单光子
探测技术可被用于光子测距、**、荧光寿命测量等各方面。随着对探测器分辨率要求的提高，单
光子探测技术正在向集成大阵列方向发展，阵列探测的一致性成为重要指标。apd阵列的灵敏度与
偏压相关，但是由于apd阵列存在雪崩击穿电压不均匀分布的问题，因此比较高偏压被阵列中比
较低击穿电压的像素所限制，apd阵列中将有大量像素处在偏压不足的状态。

    cgl280被定位在发光部分250与第二发光部分270之间。即，发光部分250和第二发光部分270通
过cgl280连接。cgl280可以为包括n型cgl282和p型cgl284的p-n结型cgl。n型cgl282被定位
在etl256与第二htl272之间，p型cgl284被定位在n型cgl282与第二htl272之间。在图5中，与作为
阳极的电极220相邻的eml240包含作为绿色掺杂剂的延迟荧光掺杂剂242和作为红色掺杂剂的磷光
掺杂剂244，与作为阴极的第二电极230相邻的第二eml260包含蓝色掺杂剂262。或者，与作为阳
极的电极220相邻的eml240可以包含蓝色掺杂剂，与作为阴极的第二电极230相邻的第二eml260
可以包含作为绿色掺杂剂的延迟荧光掺杂剂和作为红色掺杂剂的磷光掺杂剂。在oledd2中，发光
部分250中的eml240包含作为绿色掺杂剂的延迟荧光掺杂剂242和作为红色掺杂剂的磷光掺杂
剂244，并且磷光掺杂剂244相对于延迟荧光掺杂剂242的重量百分比等于或小于约5％，推荐等于
或小于约％。因此，由发光部分250提供红色波长范围的光和绿色波长范围的光。因此，包括发光
部分250和包含蓝色掺杂剂262的第二发光部分270的oledd2发射白光。图6是根据本公开内容的显
示装置的示意性截面图。图6的显示装置包括图5的根据第二实施方案的oled。如图6所示。乐山二
极管原厂渠道。

    该微控制器15获取该发光二极管11周围的该热敏电路ntc电路的热敏电阻ntc的阻值，依
据温度阻值曲线图(厂家提供的温度-阻值曲线图)获取该热敏电阻ntc的第二温度值，依据该热敏
电阻ntc的第二温度值确定该发光二极管11的该良好温度值，该ntc离发光二极管距离比较近的情
况下，该第二温度值可以确定为该发光二极管11的良好温度值。在本发明的一个实施例中，提供
了一种发光二极管11的控制方法，图7是根据本发明实施例的一种发光二极管的控制方法的流程图，
如图7所示，该方法包括如下步骤：步骤s702,获取发光二极管良好温度值和良好压差值，依据该
良好温度值和该良好压差值，调用预存储的良好校准数据表进行良好对比，依据该良好对比的结
果对该良好压差值进行校准后，获取第二压差值，良好校准数据表为该发光二极管的初始温度值
和该初始电压值统计表；步骤s704,获取发光二极管的电流值，依据该第二压差值和该电流值，调
用预存储的第二校准数据表进行第二对比，第二校准数据表为该发光二极管的初始压差值和初始
电流值统计表，在该第二对比的结果不符合预设阈值的情况下，发送报警信息。通过上述步
骤s702至s704，发光二极管11出厂工作后，微控制器15自主控制该发光二极管11的电流。原装捷
捷微二极管采购。杭州激光二极管销售
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乐山开关二极管原装现货。杭州激光二极管销售

    本实施例提出的折叠式共源共栅运放以pmos管作为输入对管，其中十八pmos管m9的栅
极即vip端为正相输入端，十九pmos管m10的栅极vin端为反相输入端。选择使用p管作为输入对
主要是出于对共模输入范围的考虑。因为该运放需钳位步进电压和0v的电压，倘若使用nmos管
作为输入对，为了使得三nmos管m13(四nmos管m14)管处于饱和区，则nmos输入对的源端电压
应该大于三n m o s管m 1 3 (四n m o s管m 1 4 )的过驱动电压，共模输入范围比较低
点vgs9+vov13，vgs9为十八pmos管mp9的栅源电压，vov13为三nmos管m13的过驱电压。不妨
假设vov13＝，nmos的阈值电压vth＝，步进电压为，很明显其共模输入范围比较低点为，，因此不
能使用nmos输入对。此外，当使用pmos输入对管时，其漏端电压的大小也应该满足三nmos
管m13(四nmos管m14)处于饱和区对于三nmos管m13(m14)的vds的要求。为了保证输入对管处
于饱和区，栅漏之间的电压差应该小于p管的阈值电压，所以当对管的漏极电压不变时，阈值电
压越大，输入电压所能到达的比较低电压就会越小，也即其共模输入范围越大。所以本发明创新
地采用了将p输入对管的衬底接到比较高电位，输入对管的阈值电压会因衬底偏置效应而增大。
杭州激光二极管销售

深圳市巨新科电子有限公司一直专注于经营范围包括一般经营项目是：一般经营项目是：投
资兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、电子元器件、电脑配件、电脑软件的研发与销售；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口: 经营电子商务；自有房屋租赁。，
是一家电子元器件的企业，拥有自己**的技术体系。一批专业的技术团队，是实现企业战略目标
的基础，是企业持续发展的动力。深圳市巨新科电子有限公司主营业务涵盖二极管，电阻，电容，
电感，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。公司
深耕二极管，电阻，电容，电感，正积蓄着更大的能量，向更广阔的空间、更宽泛的领域拓展。


